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Interakeije clektronov z atomi vzorca so zelo kom-
pleksne narave. Preden elektron izgubi svojo energijo ali
1zstopi 1z vzorca, dozivi mnoge clastiéne in neelastiéne trke.
Za obravnavo interakeij vpadnega clekirona se uporablja
metoda Monte Carlo'. Monte Carlo metoda simulira trodi-
menzionalne trajektorije vpadnega elektrona v vzorcu, Tra-
jektorije elektronov so sestavljene iz ravnih linijskih seg-
mentov, Katerth orientacija je dolofena s sipalnimi Koti,
ki sledijo 1z sipalnih enach. Metoda uporablja nakljuéna
Stevila pri izbiri sipalnega kota. Nakljudna Stevila se v sim-
ulaciji 1zbirajo z raCunalmkom. Realni curek ¢lektronov je
sestavljen 1z mnogih elektronov, zato moramo v izracunu
simulirati veliko Stevilo elektronov.

Monte Carlo simulacija se mnogo uporablja” v raster
elektronski mikroskopiji za dolo€itev velikosti primarnega
interakeijskega volumna (sliki 1 in 2), lateralne in globinske
porazdelitve povratno sipanih elekironov (slika 3), sekun-
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Slika 2. Vzbugevalni volumen za 50 nm film 12 Fe pn 35 keV. Simu

lacija 500 elektronoy

BE yx | Beam energy (ie): 35
fAtomic number: 25 8%
Atomic walght® 55847
Dengity (3/ca™3): 7.678
Bethe range (m): 2,673
fotal: 28
K 53

B8 coefficient: 8,265

Press any key ta continue.

Shika 3. Vzbujevalna volumna za Fe pnmame in povraine sipane

clektrone pn 20 keV.

darnih elektronov, rentgenskega sevanja, Kotne in energiy-
ske porazdelitve razhicnih signalov (shika 4), porazdelitve
rentgenskega sevanja z globino (o pz) krivulje), izradun
Koeficienta transmisije, povratno sipanih elektronov (shika
5) in sekundarnih elektronov, 1zdelavo Kalibracijskih krivulj
za film-substrat (slika 6), simulacijo katodne luminiscence”,
karakterizacijo polprevodnikov (EBIC)", simulacijo Studija
segregacij v materialih®, Studij magnetnih domen v REM?

2440

mn azradun ZAF faktorjev v rentgenski nukroanalizi. Simu

oceno velikosti vzbujanja razlicmh faz v matricah, tankih
filmih in oceno lateralne locljivosti analize. Rezultat: Kotne
in energijske porazdelitve signalov se uporabljajo v kvanti
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Slika 4. Energipsha porazdelitey za Fe povratno sipane elektrone pri
20 keV
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ATOMSKO STEVILO

Shika 5. Odvisnost koeficients povratnega sipanja od atomskega Stevila
vzorca pn 20 keV.

tativnih izraCunih povriinskih profilov signalov in 1zraunu
signalov detektorjev. Osnova za mikroanalizo s povratno
sipaninuelektroni in meritev debeline tankih filmov so
krivulje atomsko Stevilo-koecifient povratnega sipanja in de-
belina filma-koeficient povratnega sipanja.

Razlogi za ralirjenost metode so: 1. moZnost
isto¢asnega 1zracuna velikega Stevila velicin, 2. razsirjenost
osebnih ratunalnikov (PC) in 3. moZnost simulacije tirov
clektronov za razlicne geomelrije vzorcev, kot so film-
substrat, majhm delei v matricah id.
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Slika 6. Odvisnost koeficienta povratnega sipanja 7a filme C na Ag
substratu pri 15 keV.
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